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METAL SILiSIDI - SILISIUM IFRAT NAZiK KONTAKTLARIN ALINMASI USULU
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Magalads ifrat nazik IrSi — Si tobagalorinin alinmasi ti¢iin qurgu tam tosvir edilir. Homginin, materialin sathindo adsorbsiya

olunmus atomlarla manipulyasiya tisullar1 gostorilir.
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UOT: 666.9-129
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Ifrat nazik IrSi — Si tobagolorinin alinmast {igiin qur-
gu reaksiya kamerasindan vo qaz magistralindan y1gilmis-
dir (sokil 1). Reaksiya kamerasi kvars borudan 15, qizdiri-
c1 16 va silisium 16vhalor ti¢lin kasetlordon 17 ibaroatdir.
Silisium 16vholorin termiki emali zamani homginin, birds-

folik kvars ampulalar istifado edilmisdir. Termiki emahI

hoyata kegirmozdon ovval kvars ampulalar vakuumda
1200°C temperaturda 2 saat miiddstindo tomizlonmisdir.
Bundan sonra ampulaya platinli silisium 16vhoalor yerlos-
dirilir vo ampulalardan hava 10 mm.c.s. qaliq tezyiqi qa-
lana kimi ¢ixarilir.
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Sokil 1.

Is¢i kamerada 200-700°C temperatur diapazonu +2°
dogigliklo avtomatik termonizamlama sistemlori vasitasi
ilo dostoklonir. Qaz garisigi reaksiya zonasina qaz magis-
tralindan verilir. Qurgu, reduktor vo manometrlo tochiz
olunmus sixilmig hidrogen, azot vo oksigen balonlart; 3—
12 ventillori, nimuns qaz qarigig1 ticiin 13 balonu, uygun
olaraq yiiksok vo algaq tozyiglori 6lgmak iigiin 1 va 2 nii-
muno manometrlori, 14 vakuum nasosa malikdir. Niimuno
qaz qarisiglarinin alinmast zamani qurguda asagidaki is
rejimi nozardon kegirilir. 6, 7 vo balonun 13 ventillori agi-
lir. Bu zaman 13 balonunda qalan qaz garisig1 atmosfera
atilir. Sonra 6 vo 7 ventillori baglanir 8 ventili agilir vo 14
vakuum nasosu igo saliir. 13 balonunda vakuum yaradi-
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Illr. Bundan sonra 8 ventili baglamr vo vakuum nasosu
sondiriliir. Ovvelcadon komponentlorin verilmis kon-
sentrasiyasina gbro 13 balonunda hor bir komponent vo
biitiin qaz qarisig1 tglin birlikde yaradilan lazimi tazyiq
hesablanir. Bundan sonra 7, uygun olaraq azot va oksigen
balonlarinin 10 vo 11 ventillori agilir.

Azot vo oksigen balonlarinin reduktorunun komayi
ilo ¢ixig manometrina gére tozyiq gorarlagdirilir. Bundan
sonra 13 balonunun ventili agilir vo azot v ya oksigen 13
balonuna daxil olmaga baglayir. 5 ventilini ki¢ik zaman
miiddatinds periodik agaraq 2 manometrinin gostaricilori
miigahids olunur. Bu manometrin gostaricisi mioyyan bir
giymot aldigda, 13 balonunun ventili baglanir. Bundan
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sonra 10 vo 11 ventillori baglanir. Sonra 5 vo 9 ventillori
acilir. Balonun reduktorunun kémoyi ilo miioyyan olunan
komponentin tozyigini hesablama naticasinds alinmis
giymotdon boyiik giymatds gorarlagdirirlar. 13 balonunun
ventili agilir vo 2 manometrinin gostaricilori miisahida
olunmagla balon miioyyan olunan komponentin tazyiginin
hesablanmig qiymotina godor doldurulur. Miisyyan olunan
komponentin tozyiqinin hesablanmig qiymeti alindigdan
sonra hidrogen vo azot balonunun reduktorlari, uygun
olarag 9 vo ya 12 baglanir. Hidrogen vo ya azot balonlari-
nin reduktorlarinin kémayi ilo onlarin ¢ixis manometr-
lorina goro hesablanmis maksimal tozyigin giymatindon
boyiik tozyiq gorarlagdirilir. 9 va ya 10 va 4 ventillari agi-
lir. Sonra 16 balonunun ventili agilir vo 1 manometrinin
gostaricilorini miisahido etmaklo 13 balonunun tazyigin
hesablanmig giymatine gadar doldurulmasi hoyata kegiri-
lir. Bundan sonra 13 balonunun ventili, hidrogen vo ya
azot balonlarimin 5 reduktorlari vo 9 va 10 ventillori bag-
lanir. Alinmig niimuns qaz qarigigi 1-2 saat miiddstinds
strtismonin  diffuziya proseslori tamamlanana qodor
saxlanilir.

Analoji olaraq ii¢ va dord komponentli qaz qarisig-
lar1 alinan zaman harokot edirlor. 4 balonunu svvalcadon
vakuum halina gotirdikdon sonra balona névbo ilo 1 va 2
balonlarindan tazyiqi ondaki tozyige barabor gaz daxil
edirlor. Bu tozyigin giymoti asagidaki miilahizslordon to-
yin olunur. P, — tazyigins gadar analiz olunan gaz ils dol-
dugdan sonra 4 balonu iigiin asagidaki ifadoni yaza bils-
rik:

PV =ZN,RT ()

4 balonuna gaz daxil oldugdan sonra bu balonda
tozyiq Pgar — giymatini alacaq vo:

anrV = anr Nqar RT 2

burada, V — 4 balonunun hacmi, N; Vo Ng,r — 4 balonunda
uygun olaraq analiz olunan qazin vo qaz qarisiginda
mollarin say1, Z; Vo Zg — uygun olaraq analiz olunan
gazin va qaz qarigiginin sixilma amsali, Ry — universal gaz
sabiti, T — balonda qazlarin miitloq temperaturudur. (1)-i
(2)-ya bolsak:

Pl_Zl’ P1=(Zl)_r @)

anT anT anT anT

burada, r = Ny/N, — “qaz qaris181” balonunda qaz mol pa-
yidir. Balonda qazin analiz olunan komponentinin hacmi
konsentrasiyast X,,,— barabar olarsa, qarigigda bu kompo-
nentin konsentrasiyasi:

X=r- Xbas (4)
olacaq.
(3) vo (4)-1i nozoro alaraq:
= (Zaar ) (PL ).
X - ( ;1 )(anr) Xbas (5)

Ogor balonda qaz yalniz bir analiz olunan kompo-
nentdsn ibarstdirse, onda qaz qarisiginda onun konsen-
trasiyast:

X=(%§)(ﬁL>4oo 6)

anr

(5) va (6) ifadalarindan istifado edarak 4 balonunda
bu balonun svvslcadan analiz olunan gazla P; — tazyigine
goador dolduruldugu zaman verilmis “x” konsentrasiyasini
almaq tigiin lazim olan Py, — tozyiqi toyin edilir. Bozi
gazlar i¢iin sixilma omsal miixtalif odobiyyatlarda [1]
agagidaki qrafik sokilinda verilir:

Z=1(P,T)

Ogor konkret bir qaz igiin belo grafik yoxdursa,
onda biitiin qazlar iigiin agsagidak: qrafiki istifade etmoyo
imkan veran uygun hallar qanunundan istifado edorok
toyin etmok miimkiindiir:

Z=ﬂmﬂ;n=i; )
T
T:E (8)

burada, = vo 7 — getirilmis tozyiq vo temperaturdur, uygun
olarag, P vo T Z-in tayin olundugu tozyiq vo tempera-
turdur; Py, Vo Ty — qazin kritik tozyiqi vo temperaturudur.
Ogor qaz ¢oxkomponentli olarsa, bels qaz tigiin:

= ©
T= Tink (10)
P = i1 XiTigr (11)
T = et XiTiger 12)

burada, Py Vo Tpx — qaz qarisiginin i — ci komponentinin
psevdokritik tozyiq va temperaturudur.

Yuxarida gostarilondan slava goxkomponentli qazlar
tigilin Zgqr — toyin olunmasi iiglin tocriibe ilo yaxsi uzlasan
asagidak ifadoni istifads etmok olar:

XiZ;

— n
anr - i=1 100 (13)
burada, Z; - qaz qangiGin Gmumi tozyiq Vo

temperaturunda i — ci komponentin sixilma amsalidir.

Elektron, atom — giic vo tunel mikroskopiyasinin
(GTM), homginin, informasiya texnologiyalarinin siiratli
inkisafi ona getirdi ki, ayri-ayr1 atomlarin 6zlarini necs
aparmasini miisahido etmok genis todqiqat¢i kiitlosine
milyassar oldu. Bundan slave, miiasir texnika ayri-ayri
atomlar1 yalniz miigsahido etmok yox, ham do onlarla ma-
nipulyasiya etmoays — soth tizro diyirlotmoyo, yerlorini do-
yisdirmoays va s. imkan verir. GTM-in kémokliyi ilo digor
inkisaf morholasine godom goyuldu, atom saviyyasindo
birbasa texnoloji amasliyyatlar aparilmaga baslandi. GTM-
in zonduna uygun gorginlik verdikde onu 6ziinamaxsus
atom “kasicisi” kimi istifade etmok miimkiindiir.
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Miiasir zond mikroskoplar1 nanotexnologiyanin osas
alatloridir. Kifayat godar modernlosdirildikdon sonra onlar
nainki tadgiq olunan obyektlorin topologiyasini (hondasi
xarakteristikalar), hom do digar gostaricilori (magnit vo
elektrik xassalori, barklik, sathin torkibinin bircinsliyi vo
S.) — ozii do foza ayirdetmosinin nanometr 6l¢iisiindo
OGyranmays imkan verir.

Miixtslif parametrlorin toyinindsn slave miiasir zond
mikroskoplari nanoobyektlorlo manipulyasiya etmays im-
kan verir — ayri-ayr1 atomlari tutmaq va onlar1 yeni mov-
gelors dagimaq, miixtalif cismlorin sothina yeni xassalor
vermakls bir atom eninds nagillorin atom yigilmasini ho-
yata kecirmok vo s. Bu iso 6z novbasinds talob olunan
nanostrukturlari, yigilan obyekto addim-addim lazim olan
atomlar1 alavo edorok atom-atom konstruksiya etmoays im-
kan yaradir. Bu proseso otrafli nozor salag. Tutaq ki,
materialin sothinds altligin atomlari ilo bu vo ya diger ola-
golorlo miisyyan bir mévqgeds saxlanilan adsorbsiya olun-
mus atom vardir. Skanetmo prosesinds doyismoz tunel co-
royant rejiminds zond bu adsorbsiya olunmus atoma
yaxinlagdigl zaman atomun trayektoriyasi tohrif olunur ki,
bu da sothin topologiyasi haqqinda informasiya monbayi

rolunu oynayir. Bu zaman zondun uclugu ilo adsorbsiya
olunmus atom arasinda mosafo elo olur ki, onlar arasinda
istonilon qgiivvalor atomu sothlo baglayan qiivvalordan ki-
¢ik olur. Demoli, adsorbsiya olunmug atom onun iizarin-
don zondun uclugu kegarkan yerinds qalir. Ogar zondun
uclugu adsorbsiya olunmus atoma daha yaxin mosafoya
yaxinlagarsa, uclugla atom arasindaki qarsiligli tosir atom-
la soth arasindaki qarsiligh tosirdon daha giiclii olur. Bela
olan halda zond atomu 6z arxasinca darta bilir. Tutulmus
atomu zondun uclugu ils altliq arasindaki masafoni artir-
mag yolu ilo sathin istonilon ndqtesinds gqoymaq miim-
kiindiir. Zonda tatbiq olunmus goarginliyi doyismoklo ato-
mun tutulmasi vo atilmasi prosesini daha etibarli etmok
olar [2]. Belo iisulla materialin sothindo adsorbsiya
olunmug atomlar1 qruplagdirmaq va Sothds atom-atom
miixtolif nanostrukturlar qurmag olar. GTM-nin iynasi
vasitasi ilo atomlarla manipulyasiyanin iki isulu mévcud-
dur — saquli v {ifiiqi. Saquli manipulyasiya zamani lazim
olan atom tutuldugdan sonra zondu bir ne¢o angstrem
qaldirmagla sothdon qopardirlar. Atomun sathdon qopar-
dilmasi1 prosesini coroyanin sigrayislar ilo nozarotdo sax-
layirlar.

[11  P. Puo, Joc. Hpaycuuy, T. [llepsyo. CpoiicTBa
ra3oB ¥ xuakocTen. JI.: Xumms, 1982.

[2] Il Cysoanes. HanorexHomnorus. DOU3NKOXH-
MUsI HAHOKJIACTEPOB, HAHOCTPYKTYP M HAHOMATe-

puamoB. M. : JIubpokom, 2009, 592 c. (Cepus:
CuHepreTuka: OT MpOUUIOro K Oyaymemy).
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METHOD OF IRSI - SI THIN CONTACTS OBTAINING

In article installation for obtaining IrSi - Si thin contacts and principle its working in given mode are fully
described. Also, methods of manipulating of atoms adsorbed on the surface of the material are introduced.
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CIIOCOB MOJIYYEHUS CBEPX TOHKMX KOHTAKTOB CHUJIMIIUAI METAJJIA — KPEMHUM

B cTatbe MOIHOCTBIO ONMMCHIBACTCS YCTaHOBKaA I MNOJYYCHHs CBCPX TOHKHUX KOHTAKTOB IrSi — Si. A Taxxe
MpEACTABIICHBI CII0COOBI MaHUITYJIAOUHU aTOMOB a):[cop61/1pOBaHme Ha MOBEPXHOCTU MaTcpUaa.
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